
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TG – Chapitre 5 – Activité 4 p.104-105 - Correction 
 

1. Dans une cellule photovoltaïque, l’énergie nécessaire aux électrons des semi-conducteurs pour 

franchir le « gap » provient de l’énergie rayonnante (ou radiative ou lumineuse). 

2. Dans une cellule à simple jonction, les électrons circulent de la couche dopée P (chargée 

positivement vers la couche dopée N chargée négativement) grâce à l’énergie lumineuse. 

Naturellement, les électrons circulent de la couche N vers la couche P à l’extérieur de la 

cellule dans le circuit électrique, provoquant le courant électrique. 

3. Les semi-conducteurs répondant à ces critères (rendement de + de 20% et énergie gap entre 

1 et 1,7 eV) sont les suivants : 

- Phosphure d’indium (InP) 

- Silicium cristallin (Si) 

- Arséniure de gallium (GaAs) 

4. Le semi-conducteur possédant la plus large bande d’absorption est le germanium. Il est moins 

utilisé que le silicium car c’est un mauvais semi-conducteur (gap < 1 eV) avec un mauvais 

rendement. De plus il coûte 4 fois plus cher que le Silicium. 

5. La partie du spectre solaire absorbée par les semi-conducteurs est l’ensemble de la lumière 

visible et une partie du spectre des rayonnements infrarouges. 

6. InP et GaAs sont des semi-conducteurs possédant un bon gap (entre 1 et 1,7 eV) et un bon 

rendement, malgré leur coût élevé. Il serait intéressant de les placer au-dessus du panneau 

photovoltaïque. La couche de Germanium a un mauvais rendement mais permet de récupérer 

l’énergie solaire dont la longueur d’onde se situe au-delà de 800 nm dans le domaine infrarouge. 

On pourrait donc la placer en dessous du panneau photovoltaïque. 


